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ren ein elektronisches Bauelement.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her-
stellen von elektronischen Bauelementen. Die Erfin-
dung betrifft des Weiteren ein elektronisches Bauele-
ment.

[0002] Elektronische Bauelemente wie beispielswei-
se optoelektronische Bauelemente zum Erzeugen
von Lichtstrahlung kénnen in Form von QFN Packa-
ges (Quad Flat No Leads) verwirklicht sein. In ei-
nem herkémmlichen Verfahren zum Herstellen sol-
cher Bauelemente wird ein metallischer Leiterrahmen
bereitgestellt, welcher aus Kupfer ausgebildet und mit
einer metallischen Beschichtung versehen sein kann,
und welcher mit einer Formmasse zum Bilden eines
Formkdrpers umspritzt wird. Der Leiterrahmen weist
Anschlussflachen und die Anschlussflachen verbin-
dende Verbindungsstege (sogenannte Tie Bars oder
Support Bars) auf. Der Formkdrper wird mit Ausneh-
mungen ausgebildet, Uber welche die Anschlussfla-
chen an einer Vorderseite freigestellt sind. An diesen
Stellen werden Halbleiterchips auf den Anschlussfla-
chen angeordnet und mit den Anschlussflachen elek-
trisch verbunden. Die Rickseiten der Anschlussfla-
chen bleiben ebenfalls frei, wodurch die hergestellten
Bauelemente fir eine Oberflachenmontage geeignet
sind. Nach dem Anordnen der Halbleiterchips wer-
den weitere Prozesse wie ein Verfillen der Ausneh-
mungen mit einer Vergussmasse und ein Vereinzeln
des auf diese Weise erzeugten Bauelementverbunds
durchgefiihrt.

[0003] Beim Vereinzeln erfolgt ein Durchtrennen des
Formkdérpers und der Verbindungsstege des Leiter-
rahmens, also ein Durchtrennen einer inhomogenen
Materialkombination. Dieser Vorgang wird mit Hilfe
eines Sageprozesses durchgefiihrt. Die inhomogene
Materialkombination begrenzt die mogliche Sagege-
schwindigkeit, um saubere AuRenkanten der Bauele-
mente zu erzeugen. Daher ist das Durchtrennen mit
einem hohen Zeit- und Kostenaufwand verbunden.

[0004] Beim Vereinzeln der Bauelemente kann es
gegebenenfalls zu einem Verschmieren von Materi-
al der Verbindungsstege kommen. Hierdurch besteht
die Gefahr von Kurzschlissen. Des Weiteren reichen
die Verbindungsstege bei den vereinzelten Bauele-
menten bis zu deren Aul3enseiten, und sind daher an-
fallig fur eine Korrosion.

[0005] Von Nachteil ist ferner, dass bei einer ther-
momechanischen Belastung sowie auch bei einer
chemischen Belastung Spalte zwischen den Verbin-
dungsstegen und dem Formkérper entstehen kon-
nen. Aufgrund der zu den Aullenseiten reichenden
Verbindungsstege ist es daher mdéglich, dass schad-
liche und die Bauelemente beeintrachtigende Sub-
stanzen (zum Beispiel Flussmittel, Lotmittel, usw.)
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Uber die Spalte in das Innere der Bauelemente ein-
dringen kdnnen.

[0006] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, eine Lésung fiir eine verbesserte Herstel-
lung elektronischer Bauelemente anzugeben.

[0007] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der
unabhangigen Patentanspriiche gel6st. Weitere vor-
teilhafte Ausfihrungsformen der Erfindung sind in
den abhangigen Ansprichen angegeben.

[0008] Gemal einem Aspekt der Erfindung wird ein
Verfahren zum Herstellen von elektronischen Bau-
elementen vorgeschlagen. Das Verfahren umfasst
ein Bereitstellen einer Metallfolie, ein Anordnen der
Metallfolie auf einem Hilfstrdger, und ein Struktu-
rieren der auf dem Hilfstrdger angeordneten Me-
tallfolie in separate Anschlusselemente. Weiter vor-
gesehen sind ein Ausbilden eines Formkoérpers mit
Ausnehmungen auf dem Hilfstrdger und den An-
schlusselementen, ein Anordnen von Halbleiterchips
auf Anschlusselementen in den Ausnehmungen des
Formkdrpers, ein Entfernen des Hilfstragers und ein
Durchtrennen des Formkérpers zum Bilden von ver-
einzelten elektronischen Bauelementen.

[0009] Bei dem Verfahren werden separate metal-
lische Anschlusselemente ausgebildet, indem eine
Metallfolie auf einem temporar verwendeten Hilfstra-
ger angeordnet und die Metallfolie nachfolgend ei-
ner Strukturierung unterzogen wird. Separat bedeu-
tet, dass die Anschlusselemente raumlich voneinan-
der getrennt und nicht durch Material der Anschluss-
elemente bzw. der zugrunde liegenden Metallfolie
miteinander verbunden sind.

[0010] Im Anschluss an das Strukturieren der Me-
tallfolie auf dem Hilfstrager werden weitere Schritte,
d.h. Ausbilden eines Formkoérpers mit Ausnehmun-
gen, Anordnen von Halbleiterchips auf Anschluss-
elementen in den Ausnehmungen des Formkérpers,
Entfernen des Hilfstragers und Vereinzeln des auf
diese Weise erzeugten Bauelementverbunds durch-
gefuihrt. Diese Schritte kbnnen in der vorgenannten
Reihenfolge durchgefihrt werden.

[0011] Hiervon abweichend kann eine andere Rei-
henfolge vorgesehen sein. Beispielsweise kann das
Entfernen des Hilfstrégers nicht nach, sondern vor
dem Anordnen von Halbleiterchips auf Anschlussele-
menten durchgefiuhrt werden. Hierauf wird weiter un-
ten noch ndher eingegangen.

[0012] Nach dem Strukturieren der Metallfolie kén-
nen die separaten Anschlusselemente von dem Hilfs-
trager gehalten bzw. getragen werden, so dass die
weitere Prozessierung bzw. das Ausbilden des Form-
korpers erfolgen kann. Der Hilfstrédger kann dartber
hinaus fur ein rickseitiges Abdichten der Anschluss-
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elemente beim Ausbilden des Formkdrpers sorgen,
so dass ein Verunreinigen von Rickseiten der An-
schlusselemente vermieden werden kann.

[0013] Das Ausbilden von separaten Anschluss-
elementen anstelle der Verwendung eines metalli-
schen Leiterrahmens mit Anschlussflachen und Ver-
bindungsstegen macht es mdglich, zum Vereinzeln
des Bauelementverbunds lediglich den Formkdrper
zu durchtrennen. Auf diese Weise kann dieser Pro-
zess einfach und schnell durchgefiihrt werden. Hier-
durch sind ein hoher Fertigungsdurchsatz und infol-
gedessen eine Kosteneinsparung maoglich.

[0014] Der Bauelementverbund kann ferner, bedingt
durch das Ausbilden der separaten Anschlussele-
mente anstelle der Verwendung eines Leiterrah-
mens, mit einer hohen Packungsdichte verwirklicht
werden. Dies flihrt ebenfalls zu einer Kosteneinspa-
rung.

[0015] Ein Durchtrennen lediglich des Formkérpers
fuhrt des Weiteren dazu, dass die vereinzelten elek-
tronischen Bauelemente keine zur Aullenseite rei-
chenden Verbindungsstege aufweisen. Daher kon-
nen die Bauelemente korrosionsstabil und unemp-
findlich gegentber Kurzschlissen sein. Auch kénnen
die Bauelemente eine hohe Dichtigkeit besitzen, so
dass ein Eindringen schadlicher Substanzen in das
Bauteilinnere vermieden werden kann.

[0016] Im Folgenden werden weitere mdgliche Aus-
fuhrungsformen und Details des Verfahrens und der
mit Hilfe des Verfahrens hergestellten elektronischen
Bauelemente naher beschrieben.

[0017] In einer Ausfihrungsform erfolgt das Durch-
trennen des Formkorpers zur Vereinzelung des Bau-
elementverbunds durch S&gen. Dies ist mit einer ho-
hen Sagegeschwindigkeit von zum Beispiel bis zu
500mm/s mdglich. Bei einem herkdmmlichen Her-
stellungsverfahren wird das Ségen durch die hier vor-
liegende inhomogene Materialkombination (Formkéor-
per, Verbindungsstege) hingegen mit einer weit ge-
ringeren Sagegeschwindigkeit, zum Beispiel von nur
etwa 50mm/s, durchgefinhrt.

[0018] Fur das Durchtrennen des Formkdrpers kon-
nen anstelle von Sdgen auch andere Prozesse in Be-
tracht kommen. Mdglich sind zum Beispiel ein Laser-
schneiden oder ein Wasserstrahlschneiden.

[0019] Die hergestellten elektronischen Bauelemen-
te kdnnen sogenannte QFN Packages (Quad Flat
No Leads) sein, welche flr eine Oberflachenmontage
(SMT, Surface Mounting Technology) geeignet sind.
Hierbei kénnen die metallischen Anschlusselemente
an einer Ruckseite der Bauelemente freiliegen. Mit
Hilfe der Anschlusselemente kénnen die Bauelemen-
te beispielsweise auf eine Leiterplatte geldtet wer-
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den. Die Anschlusselemente kénnen, bedingt durch
das zugrunde liegende Strukturieren der Metallfolie,
in Form von flachigen Schichtelementen bzw. An-
schlussflachen (Bondpads) verwirklicht sein.

[0020] Die hergestellten elektronischen Bauelemen-
te kénnen des Weiteren Einzelchip-Bauelemente
sein. Hierbei kénnen die Bauelemente jeweils einen
aus dem Formkérper hervorgegangenen Gehause-
korper mit einer Ausnehmung, mehrere bzw. zwei se-
parate und riickseitig freiliegende Anschlusselemen-
te, und einen Halbleiterchip aufweisen. Der Halblei-
terchip kann in der Ausnehmung des Gehdusekor-
pers auf einem Anschlusselement angeordnet sein.

[0021] Das Entfernen des Hilfstragers kann, wie
oben angedeutet wurde, nach dem Ausbilden des
Formkoérpers und vor dem Anordnen von Halbleiter-
chips auf Anschlusselementen durchgefliihrt werden.
Nach dem Ausbilden des Formkérpers kénnen die
Anschlusselemente iber den Formkdrper zusammen
gehalten werden, so dass der HilfstrAger in Bezug
auf diese Funktion entbehrlich sein kann. Das Ent-
fernen des Hilfstrdgers kann auch nach dem Anord-
nen von Halbleiterchips auf Anschlusselementen und
vor dem Durchtrennen des Formkdrpers durchge-
fuhrt werden.

[0022] Die bereitgestellte Metallfolie kann eine Dicke
in einem Bereich von 30um bis 500um aufweisen.

[0023] In einer weiteren Ausfihrungsform weist die
bereitgestellte Metallfolie eine metallische Basis-
schicht auf, welche mit einer metallischen Schicht
beschichtet ist. Die hieraus hervorgehenden metal-
lischen Anschlusselemente sind in entsprechender
Weise mit der metallischen Schicht beschichtet. Auf-
grund der Beschichtung kdénnen die Anschlussele-
mente |6tfahig und geeignet fir ein AnschlieRen von
Bonddrahten sein. Bei der Basisschicht kann es sich
zum Beispiel um eine Schicht bzw. Folie aus Kup-
fer handeln. Die hierauf angeordnete metallische
Schicht kann einschichtig oder mehrschichtig in Form
eines Stapels aus mehreren Teilschichten ausgebil-
det sein. Das Beschichten kann mit Hilfe von ei-
nem, oder bei einer mehrschichtigen Ausgestaltung
mit Hilfe von mehreren aufeinanderfolgenden Metal-
lisierungsverfahren durchgefuhrt werden.

[0024] In Bezug auf eine Ausgestaltung der An-
schlusselemente mit einer solchen |6tfahigen Be-
schichtung kann ferner folgende Ausfuhrungsform in
Betracht kommen. Hierbei werden die Anschlussele-
mente nach dem Ausbilden des Formkdrpers und vor
dem Anordnen von Halbleiterchips mit einer metalli-
schen Schicht beschichtet. Das Beschichten erfolgt
derart, dass lediglich die Anschlusselemente mit der
metallischen Schicht beschichtet werden. Dies kann
mit Hilfe von einem, oder bei einer mehrschichtigen
Ausgestaltung mit Hilfe von mehreren aufeinanderfol-
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genden Metallisierungsverfahren durchgefihrt wer-
den. Die Vorgehensweise, das Ausbilden des Form-
korpers vor dem Ausbilden einer 16tfahigen Beschich-
tung durchzufiihren, macht es mdglich, eine gute Haf-
tung zwischen dem Formkdérper und den Anschluss-
elementen zu erzielen. Auch kénnen gegebenenfalls
vorliegende Spalte zwischen den Anschlusselemen-
ten und dem Formkdrper durch das Beschichten ge-
schlossen werden. Hierdurch kdnnen die elektroni-
schen Bauelemente auf zuverldssige Weise mit ei-
ner hohen Dichtigkeit gefertigt werden. Vor dem Be-
schichten der Anschlusselemente kann der Hilfstra-
ger entfernt werden.

[0025] In Bezug auf die vorgenannte Ausfuhrungs-
form kann die bereitgestellte Metallfolie, welche auf
dem Hilfstrager in die separaten metallischen An-
schlusselemente strukturiert wird, eine unbeschich-
tete metallische Folie aus zum Beispiel Kupfer sein.
Hierdurch kann das Vorliegen einer guten Haftung
zwischen dem Formkoérper und den Anschlussele-
menten weiter begunstigt werden.

[0026] Md&gliche Beispiele fur die oben angegebe-
nen und zum Beschichten eingesetzten Metallisie-
rungsverfahren sind Elektroplattieren (Electroplating)
oder eine stromlose chemische Abscheidung (Elec-
troless Plating).

[0027] In einer weiteren Ausfiihrungsform ist der
Hilfstrager eine Tragerfolie. Die Tragerfolie kann eine
Kunststofffolie sein, welche an einer Seite eine Kleb-
stoffschicht aufweist. In dieser Ausgestaltung kann
das Anordnen der Metallfolie auf dem Hilfstrager ein
Auflaminieren der Tragerfolie auf die Metallfolie um-
fassen. Die Verwendung einer Tréagerfolie macht es
moglich, das Verfahren auf einfache und kostengtins-
tige Weise durchzuflihren. Auch l&sst sich mit Hilfe
einer Tragerfolie ein zuverlassiges ruckseitiges Ab-
dichten der Anschlusselemente erzielen.

[0028] In einer weiteren Ausfliihrungsform wird das
Strukturieren der Metallfolie in die separaten An-
schlusselemente mit Hilfe eines Atzprozesses durch-
geflhrt. Hierbei kann es sich um einen nasschemi-
schen Atzprozess handeln. Im Hinblick auf einen sol-
chen Prozess kann eine atzbestandige Tragerfolie
als Hilfstrager zur Anwendung kommen. Moglich ist
zum Beispiel die Verwendung einer Folie aus Poly-
imid oder Polyethylenterephthalat, welche an einer
Seite eine Klebstoffschicht aufweist.

[0029] Vor dem Strukturieren der Metallfolie mittels
Atzen kann eine Atzmaske wie zum Beispiel eine Fo-
tolackmaske auf der Metallfolie ausgebildet werden.
Méglich ist es auch, den Atzprozess unter Anwen-
dung einer mechanischen Maskierung der Metallfolie
durchzufihren.
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[0030] In einer weiteren Ausfiihrungsform umfasst
das Ausbilden des Formkérpers mit den Ausnehmun-
gen ein Durchfihren eines Form- bzw. Moldprozes-
ses. In diesem Prozess wird eine geeignete Form-
masse auf den Hilfstrdger und die hierauf befindli-
chen Anschlusselemente aufgebracht. Die Formmas-
se kann ein Kunststoffmaterial, zum Beispiel ein Epo-
xidmaterial oder Silikonmaterial, umfassen. Des Wei-
teren kann die Formmasse einen darin enthaltenen
partikelférmigen Fllstoff, beispielsweise SiO2-Par-
tikel und TiO2-Partikel, umfassen. Durch die SiO2-
Partikel kann der Formkérper einen kleinen thermi-
schen Ausdehnungskoeffizienten aufweisen, und auf
diese Weise an den thermischen Ausdehnungsko-
effizienten der Anschlusselemente angepasst sein.
Mit Hilfe der TiO2-Partikel kann eine Weil3farbung
des Formkorpers erzielt werden. Nach dem Ausbil-
den des Formkdrpers kann gegebenenfalls ein zu-
satzlicher Prozess zum Entfernen von Riickstédnden
der Formmasse auf Vorderseiten der Anschlussele-
mente durchgefihrt werden (Deflashing).

[0031] Der Formprozess kann ein Spritzpresspro-
zess (Transfer Molding) sein. Mdglich ist ferner ein
folienunterstitzter Spritzpressprozess (Film Assisted
Transfer Molding). Hierbei sind die Formkerne eines
Werkzeugteils eines Moldwerkzeugs flr eine bessere
Abdichtung mit einer Folie ummantelt. Auf diese Wei-
se kann erzielt werden, dass die Anschlusselemen-
te mit einer hohen Zuverlassigkeit vorderseitig nicht
mit unerwunschten Ruckstanden der Formmasse be-
deckt werden.

[0032] Der Formkérper kann derart ausgebildet wer-
den, dass Uber jede Ausnehmung des Formkdrpers
jeweils wenigstens zwei Anschlusselemente an ei-
ner Vorderseite teilweise freigestellt sind. Innerhalb
jeder Ausnehmung kann jeweils zwischen zwei An-
schlusselementen ein stegférmiger Teil des Formkor-
pers vorhanden sein, welcher eine geringere Dicke
besitzen kann als ein die dazugehdérige Ausnehmung
umgebender Teil des Formkdrpers.

[0033] In Bezug auf die oben erwéhnte Herstellung
von Einzelchip-Bauelementen kann in jeder Ausneh-
mung des Formkorpers ein entsprechender Halblei-
terchip angeordnet werden.

[0034] Fur die verwendeten Halbleiterchips kdnnen
unterschiedliche Ausgestaltungen in Betracht kom-
men. Es ist zum Beispiel moglich, dass die Halbleiter-
chips einen Vorderseitenkontakt und einen Riicksei-
tenkontakt aufweisen. Hierbei kann ein in einer Aus-
nehmung des Formkérpers platzierter Halbleiterchip
mit dem Ruckseitenkontakt elektrisch und mecha-
nisch mit einem Anschlusselement verbunden wer-
den. Eine Verbindung kann uber eine geeignete Ver-
bindungsschicht, zum Beispiel eine Lotschicht, eine
Schicht eines elektrisch leitfahigen Klebstoffs oder ei-
ne gesinterte Schicht aus zum Beispiel Silber, her-
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gestellt werden. Der Vorderseitenkontakt eines Halb-
leiterchips kann Uber eine Verbindungsstruktur, zum
Beispiel einen Bonddraht, mit einem weiteren An-
schlusselement verbunden werden.

[0035] Es kénnen alternativ Halbleiterchips verwen-
det werden, welche zum Beispiel zwei Riickseiten-
kontakte oder zwei Vorderseitenkontakte aufweisen.
In der ersten Variante kann ein Halbleiterchip mit
den zwei Rickseitenkontakten auf zwei Anschluss-
elementen angeordnet und mit diesen Uber eine ent-
sprechende Verbindungsschicht (beispielsweise eine
Lotschicht, eine Schicht eines leitfahigen Klebstoffs
oder eine gesinterte Schicht aus zum Beispiel Sil-
ber) verbunden werden. In der zweiten Variante kann
ein Halbleiterchip auf einem Anschlusselement an-
geordnet werden, kann einer der zwei Vorderseiten-
kontakte Uber eine Verbindungsstruktur bzw. einen
Bonddraht an dasselbe Anschlusselement und der
andere Vorderseitenkontakt Uber eine weitere Ver-
bindungsstruktur bzw. einen weiteren Bonddraht an
ein weiteres Anschlusselemente angeschlossen wer-
den. Alternativ kdnnen drei Anschlusselemente fiir ei-
nen Halbleiterchip vorgesehen sein, von denen zwei
Anschlusselemente zur Verbindung mit den Vorder-
seitenkontakten, und ein weiteres Anschlusselement
zum Befestigen des Halbleiterchips genutzt werden.

[0036] In einer weiteren Ausflihrungsform wird eine
Vergussmasse in die Ausnehmungen des Formkor-
pers eingebracht. Dieser Schritt kann nach dem An-
ordnen von Halbleiterchips auf Anschlusselementen
in den Ausnehmungen des Formkdrpers, sowie vor
einem Entfernen des Hilfstragers durchgefuhrt wer-
den. Mit Hilfe der Vergussmasse kénnen die Halblei-
terchips verkapselt und dadurch vor duferen Einflis-
sen geschiitzt werden.

[0037] Bei dem Verfilllen der Ausnehmungen des
Formkdérpers kann der Hilfstrager ebenfalls fiir ein
rickseitiges Abdichten der Anschlusselemente sor-
gen, so dass trotz gegebenenfalls vorliegender Spal-
te zwischen dem Formkdérper und den Anschlussele-
menten ein Verunreinigen von Rickseiten der An-
schlusselemente vermieden werden kann.

[0038] In einer weiteren Ausfiihrungsform handelt
es sich bei den hergestellten elektronischen Bauele-
menten um optoelektronische Bauelemente. In ent-
sprechender Weise werden optoelektronische Halb-
leiterchips auf Anschlusselementen in den Ausneh-
mungen des Formkoérpers angeordnet.

[0039] In Bezug auf die vorgenannte Ausfiihrungs-
form kénnen optoelektronische Halbleiterchips zur
Anwendung kommen, welche zum Erzeugen von
Lichtstrahlung ausgebildet sind. Hierbei kann es sich
um Leuchtdiodenchips handeln.

2016.12.22

[0040] Bei Verwendung von optoelektronischen
strahlungsemittierenden Halbleiterchips kann es fer-
ner in Betracht kommen, eine Vergussmasse in
die Ausnehmungen des Formkdrpers einzubringen,
welche ein strahlungsdurchléssiges Verguss- bzw.
Kunststoffmaterial, zum Beispiel ein Silikonmaterial,
aufweist. Die Vergussmasse kann zuséatzlich in dem
Vergussmaterial eingebettete Leuchtstoffpartikel zur
Strahlungskonversion aufweisen. Auf diese Weise
kann die Vergussmasse wenigstens einen Teil einer
im Betrieb von den Halbleiterchips erzeugten Licht-
strahlung konvertieren.

[0041] In einer weiteren Ausfiihrungsform umfasst
das Verfahren ein Ausbilden von Vertiefungen in der
Metallfolie vor dem Anordnen der Metallfolie auf dem
Hilfstréger. Die Vertiefungen werden an einer ersten
Seite der Metallfolie ausgebildet. Bei dem Struktu-
rieren der Metallfolie in die separaten Anschlussele-
mente wird Material der Metallfolie ausgehend von
einer zu der ersten Seite entgegen gesetzten zwei-
ten Seite der Metallfolie im Bereich der Vertiefun-
gen entfernt. Dies erfolgt derart, dass die Anschluss-
elemente am Rand eine Verankerungsstruktur zur
Verankerung des Formkdrpers aufweisen. Auch auf
diese Weise kann eine gute Haftung bzw. Verbin-
dung zwischen dem Formkdrper und den Anschluss-
elementen erzielt werden, da aufgrund der Veranke-
rungsstruktur ein mechanischer Formschluss entste-
hen kann.

[0042] Vor dem Strukturieren in die Anschlussele-
mente kann die mit den Vertiefungen versehene Me-
tallfolie mit der ersten Seite auf dem Hilfstrager an-
geordnet werden. Bei der ersten und zweiten Seite
der Metallfolie kann es sich um entgegen gesetzte
Hauptseiten der Metallfolie handeln.

[0043] Die Vertiefungen kénnen zusammenhangend
bzw. ineinander lGbergehend und in Form eines Git-
ters in der Metallfolie ausgebildet werden. Hierdurch
kdnnen von den Vertiefungen umschlossene Berei-
che der Metallfolie gebildet werden, welche den nach-
folgend ausgebildeten Anschlusselementen entspre-
chende Formen besitzen kénnen.

[0044] D__as Ausbilden der Vertiefungen kann mit Hil-
fe eines Atzprozesses durchgefiihrt werden.

[0045] In Bezug auf die Verankerungsstruktur kann
das Strukturieren der Metallfolie in die Anschlussele-
mente derart erfolgen, dass hierbei Material in Entfer-
nungsbereichen entfernt wird, welche eine kleinere
Breite aufweisen als die zuvor ausgebildeten Vertie-
fungen. Auf diese Weise kénnen die durch das Struk-
turieren erzeugten separaten Anschlusselemente am
Rand eine Stufenform aufweisen, welche als Veran-
kerungsstruktur dienen kann.
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[0046] Fir das Verfahren kénnen ferner weitere
Merkmale und Details zur Anwendung kommen. Bei-
spielsweise lasst sich das Verfahren auch derart
durchflhren, dass Multichip-Bauelemente hergestellt
werden, welche mehrere Halbleiterchips aufweisen.
Derartige Bauelemente kénnen zum Beispiel jeweils
einen aus dem Formkoérper hervorgegangenen Ge-
hausekdrper mit mehreren separaten Ausnehmun-
gen aufweisen, in welchen Halbleiterchips auf ent-
sprechenden Anschlusselementen angeordnet sein
kénnen.

[0047] Auch lassen sich Multichip-Bauelemente fer-
tigen, welche jeweils einen aus dem Formkorper her-
vorgegangenen Gehausekdrper mit einer gemeinsa-
men Ausnehmung fir mehrere Halbleiterchips auf-
weisen. Mehrere Halbleiterchips kénnen hierbei auf
einzelnen, oder auch auf einem oder mehreren ge-
meinsamen Anschlusselementen angeordnet sein.
Des Weiteren kénnen mehrere und in einer ge-
meinsamen Ausnehmung des Formkérpers platzierte
Halbleiterchips untereinander elektrisch verbunden
sein, zum Beispiel mit Hilfe von Bonddrahten.

[0048] In Bezug auf den verwendeten Hilfstrager
sind ebenfalls weitere Ausgestaltungen denkbar. Bei-
spielsweise kann als Hilfstrager eine Tragerfolie zum
Einsatz kommen, welche auf einem festen Trager an-
geordnet ist oder wird, um eine héhere Stabilitat zur
Verfugung zu stellen. Die Tragerfolie kann wie oben
angegeben ausgebildet sein. Der feste Trager kann
zum Beispiel ein metallbasierter Trager, ein Glastra-
ger oder ein kunststoffbasierter Trager sein. Hierbei
kann das Anordnen der Tragerfolie auf den festen
Trager vor oder nach dem Anordnen der Metallfo-
lie auf der Tragerfolie erfolgen. Eine Befestigung der
Tragerfolie auf dem festen Trager kann mittels eines
Klebstoffs verwirklicht sein. In diesem Zusammen-
hang kann ferner eine beidseitig klebende Klebefo-
lie zwischen der Tragerfolie und dem festen Trager
zur Anwendung kommen. Nach dem Ausbilden des
Formkd&rpers bzw. nach dem Verflllen einer Verguss-
masse kann ein Entfernen der Tragerfolie und des
festen Tragers erfolgen.

[0049] Gemal einem weiteren Aspekt der Erfindung
wird ein elektronisches Bauelement vorgeschlagen,
welches durch Durchfiihren des oben angegebenen
Verfahrens oder einer oder mehrerer Ausflihrungs-
formen des Verfahrens hergestellt ist. Das Bauele-
ment weist einen durch das Durchtrennen aus dem
Formkdrper hervorgegangenen Gehausekdrper auf.
Ferner weist das Bauelement eine umlaufende Man-
telflache auf, welche ausschlief3lich durch den Ge-
hausekorper, und damit die Formmasse, gebildet ist.
An die Mantelflache heranreichende Verbindungsste-
ge liegen somit nicht vor. Daher kann das Bauele-
ment korrosionsstabil und unempfindlich gegentber
Kurzschlissen sein. Diese Ausgestaltung ist eine
Folge des Ausbildens von separaten Anschlussele-
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menten und des Durchtrennens lediglich des Form-
korpers.

[0050] Unter den hier verwendeten Ausdruck Man-
telflache fallt der laterale Rand bzw. Randbereich des
Bauelements. Die Mantelflache, welche zwischen ei-
ner Vorder- und einer Riickseite des Bauelements
vorliegt, kann sich aus sémtlichen lateralen Aul3en-
seiten bzw. Seitenflanken/-flachen des Bauelements
zusammensetzen. Das gemal dem Verfahren herge-
stellte Bauelement kann zum Beispiel in der Aufsicht
eine rechteckige Kontur bzw. insgesamt eine Qua-
derform aufweisen, so dass sich die Mantelflache aus
vier rechtwinklig aneinandergrenzenden Seitenwan-
den bzw. Seitenflachen zusammensetzen kann.

[0051] Es wird darauf hingewiesen, dass oben mit
Bezug auf das Herstellungsverfahren genannte As-
pekte und Details auch bei dem elektronischen Bau-
element zur Anwendung kommen kdnnen. In dieser
Hinsicht kann der Gehausekoérper des Bauelements
wenigstens eine Ausnehmung aufweisen. Das Bau-
element kann wenigstens zwei separate und an einer
Ruckseite freiliegende Anschlusselemente, und we-
nigstens einen Halbleiterchip aufweisen. Der Halblei-
terchip kann in der bzw. in einer Ausnehmung des
Gehausekorpers auf wenigstens einem metallischen
Anschlusselement angeordnet sein. Die wenigstens
eine Ausnehmung kann ferner mit einer Verguss-
masse verflllt sein. Das Bauelement kann ein Ein-
zelchip-Bauelement oder auch ein Multichip-Bauele-
ment sein. Des Weiteren kann das Bauelement ein
optoelektronisches Bauelement sein.

[0052] Die vorstehend erlauterten und/oder in
den Unteransprichen wiedergegebenen vorteilhaf-
ten Aus- und Weiterbildungen der Erfindung kénnen
—aulder zum Beispiel in Féllen eindeutiger Abhéngig-
keiten oder unvereinbarer Alternativen — einzeln oder
aber auch in beliebiger Kombination miteinander zur
Anwendung kommen.

[0053] Die oben beschriebenen Eigenschaften,
Merkmale und Vorteile dieser Erfindung, sowie die
Art und Weise, wie diese erreicht werden, werden
klarer und deutlicher verstéandlich in Zusammenhang
mit der folgenden Beschreibung von Ausfuhrungsbei-
spielen, die im Zusammenhang mit den schemati-
schen Zeichnungen naher erlautert werden. Es zei-
gen:

[0054] Fig. 1 bis Fig. 12 einen mdglichen Verfah-
rensablauf zur Herstellung elektronischer Bauele-
mente, in welchem eine Metallfolie auf einer Trager-
folie angeordnet und in separate Anschlusselemente
strukturiert wird, ein Formkérper mit Ausnehmungen
ausgebildet wird, Halbleiterchips in den Ausnehmun-
gen auf Anschlusselementen angeordnet werden, die
Ausnehmungen mit einer Vergussmasse verfullt wer-
den und ein Vereinzeln durchgefihrt wird;
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[0055] Fig. 13 bis Fig. 19 einen weiteren mdglichen
Verfahrensablauf zur Herstellung elektronischer Bau-
elemente, in welchem im Unterschied zu dem Verfah-
rensablauf der Fig. 1 bis Fig. 12 Anschlusselemen-
te nach dem Ausbilden des Formkdrpers metallisiert
werden;

[0056] Fig. 20 bis Fig. 28 einen weiteren mdglichen
Verfahrensablauf zur Herstellung elektronischer Bau-
elemente, in welchem im Unterschied zu dem Verfah-
rensablauf der Fig. 1 bis Fig. 12 vor dem Anordnen
der Metallfolie auf der Tragerfolie Vertiefungen in der
Metallfolie ausgebildet werden; und

[0057] Fig. 29 bis Fig. 36 einen weiteren mdglichen
Verfahrensablauf zur Herstellung elektronischer Bau-
elemente, in welchem im Unterschied zu dem Verfah-
rensablauf der Fig. 20 bis Fig. 28 Anschlusselemen-
te nach dem Ausbilden des Formkoérpers metallisiert
werden.

[0058] Anhand der folgenden schematischen Figu-
ren werden mdgliche Ausfiihrungsformen eines Ver-
fahrens zum Herstellen von elektronischen Bauele-
menten beschrieben. Hierbei kbnnen aus der Halblei-
tertechnik und aus der Fertigung elektronischer Bau-
elemente bekannte Prozesse durchgefiihrt werden
und in diesen Gebieten bliche Materialien zum Ein-
satz kommen, so dass hierauf nur teilweise einge-
gangen wird. In gleicher Weise kénnen die Bauele-
mente zusatzlich zu gezeigten und beschriebenen
Komponenten mit weiteren Komponenten und Struk-
turen gefertigt werden. Es wird ferner darauf hinge-
wiesen, dass die Figuren lediglich schematischer Na-
tur sind und nicht mafstabsgetreu sind. In diesem
Sinne kénnen in den Figuren gezeigte Komponenten
und Strukturen zum besseren Verstandnis Ubertrie-
ben grof} oder verkleinert dargestellt sein.

[0059] Die Fig. 1 bis Fig. 12 zeigen ein mogliches
Verfahren zum Herstellen von elektronischen Bau-
elementen 100. Bei den Bauelementen 100 handelt
es sich um oberflachenmontierbare Einzelchip-Bau-
elemente, welche jeweils in Form eines QFN Pa-
ckages (Quad Flat No Leads) verwirklicht sind. Je-
des Bauelement 100 weist einen einzelnen Halblei-
terchip 150 auf. Bei den Bauelementen 100 kann
es sich um strahlungsemittierende optoelektronische
Bauelemente 100 handeln. In dieser Ausgestaltung
kommen optoelektronische Halbleiterchips 150 zur
Anwendung, welche zur Strahlungserzeugung aus-
gebildet sind.

[0060] In dem Verfahren wird ein Verbund aus zu-
sammenhangenden Bauelementen gefertigt, welcher
nachfolgend in die Bauelemente 100 vereinzelt wird.
Die Fig. 1 bis Fig. 12 veranschaulichen das Ver-
fahren anhand von seitlichen Darstellungen und Auf-
sichtsdarstellungen. Es wird darauf hingewiesen,
dass anstelle der in den Figuren gezeigten Gegeben-
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heiten ein wesentlich gréRerer Verbund gefertigt wer-
den kann. Die Figuren kdénnen in diesem Sinne als
ausschnittsweise Darstellungen des Verfahrens auf-
gefasst werden.

[0061] Bei dem Verfahren wird eine Metallfolie 110
bereitgestellt, welche in Fig. 1 von der Seite gezeigt
ist. Eine Dicke der Metallfolie 110 kann in einem
Bereich von 30um bis 500pm liegen. Die Metallfo-
lie 110 weist eine metallische Basisschicht 111 auf,
welche vorder- und riickseitig mit einer metallischen
Schicht 112 beschichtet ist. Die Schicht 111 kann
zum Beispiel aus Cu ausgebildet sein. Mit Hilfe der
hierauf angeordneten metallischen Schicht 112 kann
erzielt werden, dass metallische Anschlusselemen-
te 131, 132, welche in dem Verfahren durch Struk-
turieren der Metallfolie 110 gebildet werden (vgl. die
Fig. 3, Fig. 4), eine I6tfahige und zum Anschlief3en
von Bonddrahten 151 geeignete Oberflache aufwei-
sen.

[0062] Die metallische Schicht 112 kann einschich-
tig aus zum Beispiel Ag ausgebildet sein. Moglich ist
auch eine nicht dargestellte mehrschichtige Ausge-
staltung in Form eines Stapels aus mehreren Teil-
schichten, zum Beispiel aus Ni, Ag oder Ni, Pd, Au
oder Ni, Au. Die metallische Schicht 112 kann mit Hil-
fe von einem oder mehreren aufeinanderfolgenden
Metallisierungsverfahren auf der Schicht 111 erzeugt
sein. Ein Beispiel fiir ein Metallisierungsverfahren ist
Elektroplattieren (Electroplating).

[0063] Die bereitgestellte Metallfolie 110 wird, wie in
Fig. 2 gezeigt ist, auf einer als Hilfstrager dienenden
Tragerfolie 120 angeordnet. Dieser Vorgang erfolgt
durch Auflaminieren der Tragerfolie 120 auf die Me-
tallfolie 110. Bei der Tragerfolie 120 handelt es sich
um eine Kunststofffolie, welche an einer Seite eine
nicht dargestellte Klebstoffschicht aufweist. Mit die-
ser Seite wird die Tragerfolie 120 auf die Metallfolie
110 aufgeklebt.

[0064] Im Hinblick auf einen nachfolgend durchge-
fihrten Atzprozess ist die Tragerfolie 120 dtzbestén-
dig ausgefihrt. Zu diesem Zweck kann es sich bei der
Tragerfolie 120 zum Beispiel um eine mit einer Kleb-
stoffschicht versehene Folie aus PI (Polyimid) oder
PET (Polyethylenenterephthalat) handeln.

[0065] In dem Atzprozess wird die auf der Tréger-
folie 120 angeordnete Metallfolie 110, wie in Fig. 3
von der Seite und in Fig. 4 in der Aufsicht gezeigt
ist, in separate flachige Anschlusselemente 131, 132
mit unterschiedlichen lateralen Abmessungen struk-
turiert. Die metallischen Anschlusselemente 131, 132
sind raumlich voneinander getrennt, und nicht durch
Material der Anschlusselemente 131, 132 bzw. der
zugrunde liegenden Metallfolie 110 miteinander ver-
bunden.
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[0066] Wie in der Aufsichtsdarstellung von Fig. 4
veranschaulicht ist, kénnen die Anschlusselemente
131, 132 mit einer Rechteckform und in Form ei-
nes Rasters aus Zeilen und Spalten auf der Tra-
gerfolie 120 ausgebildet werden. Die Anschlussele-
mente 131, 132 besitzen eine flachige Struktur, und
werden daher im Folgenden als Anschlussflachen
(Bondpads) bezeichnet. Des Weiteren werden die
gréReren Anschlussflachen 131 als erste Anschluss-
flachen 131, und die kleineren Anschlussflachen 132
als zweite Anschlussflachen 132 bezeichnet. Fir je-
des der in dem Verfahren hergestellten Bauelemen-
te 100 ist jeweils ein Paar aus einer ersten und einer
zweiten Anschlussflache 131, 132 vorgesehen.

[0067] Bei dem Atzprozess handelt es sich um einen
nasschemischen Atzprozess, welcher mit einem ge-
eigneten Atzmittel durchgefiihrt wird. Dies hat zur Fol-
ge, dass die metallischen Anschlussflachen 131, 132
am Rand die in Fig. 3 angedeuteten isotropen ver-
rundeten Atzflanken aufweisen. Vor dem eigentlichen
Strukturieren der Metallfolie 110 kann eine Atzmas-
ke, zum Beispiel eine Fotolackmaske, auf der Metall-
folie 110 ausgebildet und nach dem Atzen wieder von
dieser entfernt werden. Zum Schiitzen von Bereichen
der Metallfolie 110, welche nicht von dem Atzmittel
angegriffen werden sollen, kann alternativ auch eine
mechanische Maskierung zur Anwendung kommen
(jeweils nicht dargestellt).

[0068] Das Ausbilden der separaten Anschlussfla-
chen 131, 132 anstelle der herkémmlichen Verwen-
dung eines Leiterahmens mit Anschlussflachen und
Verbindungsstegen bietet die Moglichkeit, die An-
schlussflachen 131, 132 mit kleinen Abstédnden zu-
einander auszubilden. Dadurch kann der Bauele-
mentverbund mit einer hohen Packungsdichte gefer-
tigt werden.

[0069] Nach dem Ausbilden der Anschlussflachen
131, 132 wird, wie in Fig. 5 von der Seite und in
Fig. 6 in der Aufsicht gezeigt ist, ein zusammen-
hangender Formkorper 140 auf der Tragerfolie 120
und den hierauf befindlichen Anschlussflachen 131,
132 ausgebildet. Zu diesem Zweck wird ein Formpro-
zess, beispielsweise ein Spritzpressprozess (Trans-
fer Molding) durchgefihrt, in welchem eine Formmas-
se (Mold Compound) auf die Tragerfolie 120 und die
Anschlussflachen 131, 132 aufgebracht wird. Dieser
Prozess wird mit Hilfe eines nicht dargestellten Werk-
zeugs durchgefiihrt. Bei dem Ausbilden des Form-
korpers 140 kann die Tragerfolie 120 ein ruckseiti-
ges Abdichten der Anschlussflachen 131, 132 bewir-
ken, so dass die Anschlussflachen 131, 132 riicksei-
tig nicht mit der Formmasse bedeckt werden.

[0070] Die Formmasse kann ein Kunststoffmaterial,
zum Beispiel ein Epoxidmaterial oder Silikonmaterial,
umfassen. Die Formmasse kann des Weiteren hoch-
gefillt sein mit einem partikelférmigen Fullstoff (nicht
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dargestellt). Bei dem Fillmaterial kann es sich um
SiO2-Partikel und TiO2-Partikel handeln. Durch die
SiO2-Partikel kann der Formkdrper 140 einen klei-
nen thermischen Ausdehnungskoeffizienten aufwei-
sen, und auf diese Weise an den thermischen Aus-
dehnungskoeffizienten der metallischen Anschluss-
flachen 131, 132 angepasst sein. Durch die TiO2-
Partikel kann der Formkorper 140 eine weille Farbe
aufweisen. Nach dem Aufbringen kann die Formmas-
se ausgehartet werden.

[0071] Der Formkdrper 140 wird mit Kavitaten bzw.
Ausnehmungen 141 ausgebildet, iber welche die An-
schlussflachen 131, 132 an einer Vorderseite frei-
gelegt sind. Jede Ausnehmung 141 ist einem Paar
aus einer ersten und einer zweiten Anschlussfla-
che 131, 132 zugeordnet, so dass diese vorderseitig
freigestellt sind. Hierfir werden die Ausnehmungen
141 entsprechend des Rasters der Anschlussflachen
131, 132 ausgebildet. Am Rand der Ausnehmungen
141 sind die Anschlussflachen 131, 132 vorderseitig
zum Teil von dem Formkorper 140 bedeckt.

[0072] Die Ausnehmungen 141 weisen eine sich in
einer Richtung weg von den Anschlussflachen 131,
132 aufweitende Form mit schrag zu den Anschluss-
flachen 131, 132 verlaufenden Seitenwanden auf,
so dass die Ausnehmungen 141 bei den gefertigten
Bauelementen 100 als Reflektoren dienen koénnen.
Von oben betrachtet kdnnen die Ausnehmungen 141,
wie in Fig. 6 gezeigt ist, eine rechteckige Kontur mit
abgerundeten Ecken aufweisen.

[0073] Der Formkorper 140 befindet sich auch seit-
lich neben bzw. zwischen den Anschlussflachen 131,
132, und reicht an diesen Stellen an die Tragerfolie
120 heran. Hierzu gehoren ruckseitige Abschnitte ei-
nes die Ausnehmungen 141 umgebenden und Sei-
tenwande der Ausnehmungen 141 bildenden Teil des
Formkdrpers 140, sowie zwischen den Anschlussfla-
chen 131, 132 vorhandene Stege 142 des Formkor-
pers 140. Die Stege 142 besitzen eine geringere Di-
cke als der die Ausnehmungen 141 umgebende Teil
des Formkdrpers 140. Wie in Fig. 5 gezeigt ist, kdn-
nen die Stege 142 die gleiche Dicke aufweisen wie
die Anschlussflachen 131, 132.

[0074] Es ist mdglich, dass die Anschlussflachen
131, 132 nach dem Durchfiihren des Formprozesses
vorderseitig unerwiinschte Rickstande der Form-
masse aufweisen (nicht dargestellt). Solche Rick-
stande kdnnen nachfolgend in einem weiteren Pro-
zess (Deflashing) entfernt werden.

[0075] Dies kann gegebenenfalls vermieden wer-
den, indem das Ausbilden des Formkorpers 140 mit
Hilfe eines folienunterstltzten Spritzpressprozesses
(Film Assisted Transfer Molding) durchgefihrt wird.
Hierbei sind die Formkerne eines Werkzeugteils des
eingesetzten Werkzeugs fiir eine bessere Abdich-
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tung mit einer Folie ummantelt. Auf diese Weise kann
erzielt werden, dass die Anschlussflachen 131, 132
vorderseitig keine unerwinschten Rickstédnde der
Formmasse aufweisen.

[0076] AnschlieBend werden, wie in Fig. 7 von der
Seite und in Fig. 8 in der Aufsicht gezeigt ist, un-
gehauste Halbleiterchips 150 innerhalb der Ausneh-
mungen 141 des Formkoérpers 140 auf den ersten
Anschlussflachen 131 angeordnet und Uber Bond-
dréhte 151 an die zweiten Anschlussflachen 132 an-
geschlossen. Wie oben angedeutet wurde, kann es
sich bei den Halbleiterchips 150 um strahlungsemit-
tierende optoelektronische Halbleiterchips 150 han-
deln. Mdglich ist zum Beispiel die Verwendung von
Leuchtdiodenchips.

[0077] In der in den Figuren angedeuteten Ausge-
staltung weisen die Halbleiterchips 150 jeweils ei-
nen Vorderseitenkontakt und einen Rlckseitenkon-
takt auf. Uber die Riickseitenkontakte und nicht
gezeigte Verbindungsschichten, zum Beispiel Lot-
schichten oder Schichten eines elektrisch leitfahigen
Klebstoffs, werden die Halbleiterchips 150 elektrisch
und mechanisch mit den ersten Anschlussflachen
131 verbunden. Die Vorderseitenkontakte der Halb-
leiterchips 150 werden Uber die Bonddrahte 151 elek-
trisch mit den zweiten Anschlussflachen 132 verbun-
den.

[0078] Nach dem Anordnen und Kontaktieren der
Halbleiterchips 150 wird, wie in Fig. 9 gezeigt ist, ei-
ne Vergussmasse 160 in die Ausnehmungen 141 des
Formkoérpers 140 eingebracht. Jede Ausnehmung
141 kann vollstdndig mit der Vergussmasse 160 ver-
fullt werden. Die Vergussmasse 160 umgibt die Halb-
leiterchips 150 und die Bonddrahte 151, und bildet
eine diese Komponenten 150, 151 vor dul3eren Ein-
flissen schitzende Verkapselung.

[0079] Das Einbringen der Vergussmasse 160 in
die Ausnehmungen 141 kann zum Beispiel durch
VergielRen erfolgen. Auch bei diesem Prozess kann
die Tragerfolie 120 ein rickseitiges Abdichten der
Anschlussflachen 131, 132 bewirken, so dass trotz
gegebenenfalls vorliegender Spalte zwischen dem
Formkorper 140 und den Anschlussflachen 131, 132
ein Verunreinigen von Rickseiten der Anschlussfla-
chen 131, 132 mit der Vergussmasse 160 vermieden
werden kann.

[0080] Bei strahlungsemittierenden Halbleiterchips
150 kann eine Vergussmasse 160 zur Anwendung
kommen, welche ein strahlungsdurchlassiges Ver-
gussmaterial, zum Beispiel ein Silikonmaterial, auf-
weist. Die Vergussmasse 160 kann in diesem Zu-
sammenhang ferner nicht nur zur Verkapselung, son-
dern auch zur Strahlungskonversion eingesetzt wer-
den. Hierfir kann die Vergussmasse 160 zusatz-
lich in dem strahlungsdurchlassigen Vergussmate-
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rial eingebettete Leuchtstoffpartikel zur Strahlungs-
konversion aufweisen (nicht dargestellt). Auf diese
Weise kann die Vergussmasse 160 wenigstens ei-
nen Teil einer im Betrieb von den Halbleiterchips 150
erzeugten Lichtstrahlung konvertieren (Volumenkon-
version).

[0081] Es ist dartiber hinaus moglich, dass bei den
strahlungsemittierenden Halbleiterchips 150 auf ei-
ner Vorderseite nicht gezeigte Konversionsschichten
bzw. Konversionselemente zur Strahlungskonversi-
on zum Einsatz kommen (Oberflachenkonversion).
Solche Konversionsschichten kénnen zum Beispiel
nach dem Anordnen der Halbleiterchips 150 in den
Ausnehmungen 141 bzw. nach dem Drahtbonden
und vor dem Verflllen der Vergussmasse 160 auf
den Halbleiterchips 150 angeordnet werden. In dieser
Ausgestaltung kann die Vergussmasse 160 lediglich
ein strahlungsdurchlassiges Vergussmaterial aufwei-
sen.

[0082] Ferner kann es bei der oben beschriebenen
Verwendung einer Vergussmasse 160 mit Leucht-
stoffpartikeln in Betracht kommen, die Leuchtstoff-
partikel durch Gravitation oder Einsatz einer Zentri-
fuge absedimentieren zu lassen, so dass die Leucht-
stoffpartikel in Form einer Schicht auf der Oberflache
der Halbleiterchips 150 liegen kdnnen (nicht darge-
stellt). Dadurch kann eine bessere Entwarmung er-
zielt werden, so dass ein Betrieb bei hdheren Tem-
peraturen moglich ist.

[0083] Im Anschluss hieran bzw. nach einem Aus-
harten der Vergussmasse 160 wird die Tragerfolie
120 von dem Bauelementverbund entfernt, so dass
der in Fig. 10 gezeigte Verfahrenszustand vorliegt.
Dies kann durch Abziehen der Tragerfolie 120 von
dem Bauelementverbund erfolgen. In diesem Zusam-
menhang kann ausgenutzt werden, dass die Tra-
gerfolie 120 in dem zuvor durchgefiihrten und mit
einer Temperatureinwirkung verbundenen Formpro-
zess ihre Klebewirkung weitgehend verlieren kann.

[0084] Nach dem Entfernen der Tragerfolie 120 wird,
wie in Fig. 11 von der Seite und in Fig. 12 in der
Aufsicht gezeigt ist, der Bauelementverbund in se-
parate elektronische bzw. optoelektronische Bauele-
mente 100 vereinzelt. Fir das Vereinzeln wird ledig-
lich der Formkoérper 140 durchtrennt, wodurch die-
ser Prozess einfach und schnell durchgefiihrt werden
kann. Diese Vorgehensweise wird durch die Ausge-
staltung mit den separaten metallischen Anschluss-
flachen 131, 132 ermdglicht.

[0085] Wie in den Fig. 11, Fig. 12 dargestellt ist,
kann das Durchtrennen entlang von in der Aufsicht
senkrecht zueinander orientierten Trennlinien 190
und in Bereichen des Formkorpers 140 zwischen den
Ausnehmungen 141 durchgefuhrt werden. Dadurch
weisen die vereinzelten Bauelemente 100 eine Qua-
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derform und in der Aufsicht eine rechteckige Kontur
auf.

[0086] Das Durchtrennen des Formkérpers 140
kann zum Beispiel durch Sagen erfolgen. Dies ist
mit einer hohen S&gegeschwindigkeit von zum Bei-
spiel bis zu 500mm/s mdglich. Alternativ lasst sich
das Durchtrennen des Formkorpers 140 mittels ande-
rer Prozesse wie zum Beispiel Laserschneiden oder
Wasserstrahlschneiden durchfiihren.

[0087] Beiden vereinzelten Bauelementen 100 han-
delt es sich um Einzelchip-Bauelemente. Die Bauele-
mente 100 weisen jeweils einen aus dem Formkdrper
140 hervorgegangenen Gehausekdrper 145 mit einer
Ausnehmung 141, zwei separate und an einer Rick-
seite freiliegende Anschlussflachen 131, 132 und ei-
nen Halbleiterchip 150 auf. Der Halbleiterchip 150 ist
in der Ausnehmung 141 des Gehausekorpers 145 auf
einer ersten Anschlussflache 131 angeordnet, tber
einen Bonddraht 151 an eine zweite Anschlussflache
132 angeschlossen, und von der in die Ausnehmung
141 eingebrachten Vergussmasse 160 umgeben. Die
Vergussmasse 160 bildet bei den Bauelementen 100
jeweils einen Teil einer Vorderseite. Mit Hilfe der rlick-
seitig freiliegenden Anschlussflachen 131, 132 kon-
nen die Bauelemente 100 mittels Léten bzw. Wie-
deraufschmelzléten auf einer Leiterplatte angeordnet
werden (nicht dargestellt).

[0088] Jedes Bauelement 100 weist zwischen der
Vorder- und der Riickseite eine umlaufende Mantel-
flache 147 auf, welche ausschlieflich durch den Ge-
hausekdrper 145 gebildet ist. Bei dem hier gezeig-
ten Ausfiihrungsbeispiel setzt sich die Mantelflache
147 der Bauelemente 100 aus vier rechtwinklig anein-
andergrenzenden Seitenwanden zusammen. An die
Mantelflache 147 heranreichende Verbindungsstege
aus Kupfer sind nicht vorhanden. Daher sind die Bau-
elemente 100 korrosionsstabil und unempfindlich ge-
genuber Kurzschlissen.

[0089] Im Folgenden werden mogliche Varianten
und Abwandlungen des anhand der Fig. 1 bis
Fig. 12 erlauterten Verfahrens beschrieben. Uberein-
stimmende Merkmale und Aspekte sowie gleiche und
gleich wirkende Komponenten werden im Folgenden
nicht erneut detailliert beschrieben. Fir Details hierzu
wird stattdessen auf die vorstehende Beschreibung
Bezug genommen. Des Weiteren wird auf die Mog-
lichkeit hingewiesen, Merkmale von zwei oder meh-
reren Ausfihrungsformen miteinander zu kombinie-
ren.

[0090] Die Fig. 13 bis Fig. 19 zeigen anhand von
seitlichen Darstellungen ein weiteres mdégliches Ver-
fahren zum Herstellen von oberflachenmontierbaren
(opto)elektronischen Einzelchip-Bauelementen 100.
Bei diesem Verfahren wird eine metallische Schicht
112 erst in einem spateren Verfahrensstadium aus-
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gebildet. Dementsprechend kann der Verfahrensab-
lauf der Fig. 13 bis Fig. 19 als Postplating-Verfahren
bezeichnet werden, wohingegen der zuvor erlduterte
Verfahrensablauf der Fig. 1 bis Fig. 12 als Preplating-
Verfahren bezeichnet werden kann.

[0091] Bei dem Verfahren wird, wie in Fig. 13 ge-
zeigt ist, eine Metallfolie 110 bereitgestellt und auf ei-
ner atzbestandigen Tragerfolie 120 angeordnet. Dies
kann durch Auflaminieren der Tragerfolie 120 auf die
Metallfolie 110 erfolgen. Die bereitgestellte Metallfolie
110 ist unbeschichtet und weist daher lediglich eine
metallische Schicht 111 aus zum Beispiel Cu auf.

[0092] Nachfolgend wird ein nasschemischer Atz-
prozess durchgefiihrt, in welchem die auf der Trager-
folie 120 angeordnete Metallfolie 110, wie in Fig. 14
gezeigt ist, in separate flachige Anschlusselemente
bzw. Anschlussflachen 131, 132 strukturiert wird. Der
Atzprozess kann mit Hilfe einer Atzmaske wie zum
Beispiel einer Fotolackmaske oder unter Anwendung
einer mechanischen Maskierung durchgefiihrt wer-
den. Von oben betrachtet kénnen die Anschlussfla-
chen 131, 132 die in Fig. 4 gezeigte Struktur aufwei-
sen.

[0093] Nach dem Ausbilden der Anschlussflachen
131, 132 wird, wie in Fig. 15 gezeigt ist, ein zusam-
menhangender Formkorper 140 auf der Tragerfolie
120 und den hierauf angeordneten Anschlussflachen
131, 132 ausgebildet. Der Formkérper 140 weist Aus-
nehmungen 141 auf, tber welche die Anschlussfla-
chen 131, 132 vorderseitig freigestellt sind. Jede Aus-
nehmung 141 ist einem Paar aus einer ersten An-
schlussflache 131 und einer zweiten Anschlussflache
132 zugeordnet. Zwischen einem solchen Paar aus
Anschlussflachen 131, 132 ist jeweils ein Steg 142
des Formkorpers 140 vorhanden. Von oben betrach-
tet kénnen die in Fig. 6 gezeigten Gegebenheiten
vorliegen. Das Ausbilden des Formkoérpers 140 kann
mit Hilfe eines Formprozesses, beispielsweise eines
Spritzpressprozesses, durchgefihrt werden.

[0094] Nachfolgend kann gegebenenfalls ein Pro-
zess zum Entfernen von unerwinschten, auf den
Anschlussflachen 131, 132 vorderseitig vorhande-
nen Rickstanden einer Formmasse des Formkor-
pers 140 (sofern vorhanden) durchgefiihrt werden.

[0095] Im Anschluss hieran wird die Tragerfolie 120
von dem Verbund umfassend die Anschlussflachen
131, 132 und den Formkoérper 140 entfernt, und
werden die Anschlussflachen 131, 132 bzw. deren
Schichtmaterial 111, wie in Fig. 16 gezeigt ist, mit
einer metallischen Schicht 112 beschichtet. Bei die-
ser Vorgehensweise wird ausgenutzt, dass die An-
schlussflachen 131, 132 nach dem Ausbilden des
Formkorpers 140 tber den Formkérper 140 zusam-
mengehalten werden kénnen, so dass die Tragerfolie
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120 hierfur entbehrlich ist. Zum Entfernen kann die
Tragerfolie 120 abgezogen werden.

[0096] Das Beschichten erfolgt derart, dass ledig-
lich die Anschlussflachen 131, 132 bzw. freiliegende
und nicht von dem Formkdérper 140 bedeckte Ober-
flachenbereiche der Anschlussflachen 131, 132 mit
der metallischen Schicht 112 versehen werden, wie in
Fig. 16 anhand der vorder- und riickseitig auf den An-
schlussflachen 131, 132 angeordneten metallischen
Schicht 112 deutlich wird. Die metallische Schicht
112 kann einschichtig oder mehrschichtig in Form
eines Stapels aus mehreren Teilschichten ausgebil-
det sein. Aufgrund der metallischen Schicht 112 kon-
nen die Anschlussflachen 131, 132 eine 16tfahige und
zum Anschlieflen von Bonddrahten 151 geeignete
Oberflache aufweisen.

[0097] Das Beschichten der Anschlussflachen 131,
132 mit der metallischen Schicht 112 kann mit Hilfe
von einem oder mehreren aufeinanderfolgenden Me-
tallisierungsverfahren durchgefiihrt werden. Ein Bei-
spiel fur ein Metallisierungsverfahren ist eine strom-
lose chemische Abscheidung (Electroless Plating).

[0098] In dieser Verfahrensvariante wird der Form-
kérper 140 ausschlieBlich auf dem Schichtmaterial
111 (zum Beispiel Cu) der Anschlussflachen 131, 132
und nicht auf der nachtraglich ausgebildeten metalli-
schen Schicht 112 angeordnet. Auf diese Weise kann
eine gute Haftung zwischen dem Formkd&rper 140
und den Anschlussflachen 131, 132 zur Verfiigung
gestellt werden. Dariiber hinaus kénnen durch das
Beschichten gegebenenfalls vorliegende Spalte zwi-
schen dem Formkorper 140 und den Anschlussfla-
chen 131, 132 geschlossen werden, so dass sich die
gefertigten Bauelemente 100 durch eine hohe Dich-
tigkeit auszeichnen kdénnen.

[0099] AnschlieRend werden, wie in Fig. 17 gezeigt
ist, Halbleiterchips 150 innerhalb der Ausnehmun-
gen 141 des Formkérpers 140 auf den beschich-
teten ersten Anschlussflachen 131 angeordnet und
Uber Bonddrahte 151 elektrisch mit den beschichte-
ten zweiten Anschlussflachen 132 verbunden. Hier-
bei kann es sich um strahlungsemittierende Chips
bzw. Leuchtdiodenchips handeln. Von oben betrach-
tet kénnen die in Fig. 8 gezeigten Gegebenheiten
vorliegen.

[0100] Nachfolgend werden die Ausnehmungen 141
des Formkorpers 140, wie in Fig. 18 gezeigt ist,
mit einer Vergussmasse 160 verfillt. Im Hinblick auf
strahlungsemittierende Halbleiterchips 150 kann die
Vergussmasse 160 ein strahlungsdurchlassiges Ver-
gussmaterial sowie gegebenenfalls darin eingebette-
te Leuchtstoffpartikel umfassen.

[0101] Im Anschluss hieran wird der Bauelementver-
bund, wie in Fig. 19 gezeigt ist, in separate elektro-
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nische bzw. optoelektronische Bauelemente 100 ver-
einzelt. Fir das Vereinzeln, welches von oben be-
trachtet entsprechend Fig. 12 erfolgen kann, wird
lediglich der Formkérper 140 entlang von Trennli-
nien 190 in Bereichen des Formkdrpers 140 zwi-
schen den Ausnehmungen 141 durchtrennt. Dieser
Vorgang kann zum Beispiel durch Sagen erfolgen.

[0102] Die Fig. 20 bis Fig. 28 zeigen anhand von
seitlichen Darstellungen und einer Aufsichtsdarstel-
lung einen weiteren moglichen Verfahrensablauf zum
Herstellen von oberflachenmontierbaren (opto)elek-
tronischen Einzelchip-Bauelementen 100. Bei die-
sem Verfahren werden Anschlusselemente 131, 132
mit einer randseitigen Verankerungsstruktur ausge-
bildet.

[0103] Bei dem Verfahren wird, wie in Fig. 20 ge-
zeigt ist, eine Metallfolie 110 bereitgestellt. Die Me-
tallfolie 110 weist eine metallische Basisschicht 111
aus zum Beispiel Cu auf, welche vollstandig mit einer
metallischen Schicht 112 beschichtet ist. Die metalli-
sche Schicht 112, welche zum Bereitstellen einer 16t-
fahigen und zum AnschlieRen von Bonddrahten 151
geeigneten Oberflache dient, kann einschichtig oder
mehrschichtig ausgebildet sein.

[0104] Nachfolgend werden, wie in Fig. 21 gezeigt
ist, an einer Seite bzw. Hauptseite Vertiefungen 195
in der Metallfolie 110 ausgebildet. Hierzu kann ein
Atzprozess unter Verwendung einer entsprechenden
Maskierung der Metallfolie 110 durchgefiihrt werden.
Die Vertiefungen 195 kénnen mit einer Atztiefe aus-
gebildet werden, welche mehr als halb so grof} ist wie
eine Dicke der Metallfolie 110. Des Weiteren werden
die Vertiefungen 195 in Form eines zusammenhan-
genden Gitters in der Metallfolie 110 ausgebildet, wo-
durch von den Vertiefungen 195 umschlossene Be-
reiche 191, 192 der Metallfolie 110 gebildet werden.
Dies ist zur besseren Veranschaulichung ergéanzend
in der Aufsichtsdarstellung von Fig. 22 dargestellt.
Die Bereiche 191, 192 der Metallfolie 110 werden mit
Formen ausgebildet, welche nachfolgend ausgebil-
deten Anschlusselementen 131, 132 entsprechen. In
diesem Sinne werden jeweils Paare aus einem gro-
Reren Bereich 191 und einem kleineren Bereich 192
ausgebildet, wobei die Bereiche 191, 192 in einem
Raster aus Zeilen und Spalten angeordnet sind.

[0105] Nach dem Ausbilden der halbgeatzten Vertie-
fungen 195 wird die Metallfolie 110, wie in Fig. 23 ge-
zeigt ist, mit der die Vertiefungen 195 aufweisenden
Seite auf einer atzbestandigen Tragerfolie 120 ange-
ordnet. Dies kann durch Auflaminieren der Tragerfo-
lie 120 auf die Metallfolie 110 erfolgen.

[0106] AnschlieRend wird ein nasschemischer Atz-
prozess durchgefiihrt, in welchem die auf der Trager-
folie 120 angeordnete Metallfolie 110, wie in Fig. 24
gezeigt ist, in separate flachige Anschlusselemen-
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te bzw. Anschlussflachen 131, 132 strukturiert wird.
Hierbei kommt eine Atzmaske wie zum Beispiel eine
Fotolackmaske oder eine mechanische Maskierung
zur Anwendung. Von oben betrachtet kbnnen die An-
schlussflachen 131, 132 die in Fig. 4 gezeigte Struk-
tur aufweisen.

[0107] Bei dem Atzprozess zum Ausbilden der An-
schlussflachen 131, 132 wird Material der Metallfo-
lie 110 im Bereich der Vertiefungen 195 ausgehend
von einer Seite der Metallfolie 110 entfernt, welche
entgegen gesetzt ist zu der Seite der Metallfolie 110
mit den Vertiefungen 195. Hierdurch wird Giberschis-
siges Schichtmaterial im Bereich der zuvor erzeug-
ten Vertiefungen 195 entfernt, so dass die separa-
ten Anschlussflachen 131, 132 auf der Tragerfolie
120 gebildet werden. Das Atzen zum Bilden der An-
schlussflachen 131, 132 wird in Atzbereichen durch-
geflhrt, welche eine kleinere Breite aufweisen als die
zuvor ausgebildeten Vertiefungen 195. Dies hat zur
Folge, dass die Anschlussflachen 131, 132, wie in
Fig. 24 gezeigt ist, am Rand eine umlaufende Stufen-
form besitzen, welche als Verankerungsstruktur die-
nen kann.

[0108] Nach dem Ausbilden der Anschlussflachen
131, 132 wird, wie in Fig. 25 gezeigt ist, ein zusam-
menhangender Formkorper 140 auf der Tragerfolie
120 und den hierauf befindlichen Anschlussflachen
131, 132 ausgebildet. Der Formkorper 140 weist Aus-
nehmungen 141 auf, Uber welche die Anschlussfla-
chen 131, 132 vorderseitig freigelegt sind. Jede Aus-
nehmung 141 ist einem Paar aus einer ersten An-
schlussflache 131 und einer zweiten Anschlussfla-
che 132 zugeordnet. Von oben betrachtet kénnen
die in Fig. 6 gezeigten Gegebenheiten vorliegen.
Das Ausbilden des Formkoérpers 140 kann mit Hil-
fe eines Formprozesses, beispielsweise eines Spritz-
pressprozesses, durchgefiihrt werden.

[0109] Aufgrund der stufenférmigen Rander der An-
schlussflachen 131, 132 kann eine Verankerung zwi-
schen dem Formkorper 140 und den Anschlussfla-
chen 131, 132, und dadurch eine verbesserte me-
chanische Verbindung zwischen diesen Bestandtei-
len 131, 132, 140 ermdglicht werden. Die stufenférmi-
ge Gestalt der Anschlussflachen 131, 132 am Rand
fihrt des Weiteren dazu, dass seitlich neben bzw.
zwischen den Anschlussflachen 131, 132 befindliche
Bestandteile des Formkdrpers 140 wie riickseitige
Abschnitte eines die Ausnehmungen 141 umgeben-
den und Seitenwande der Ausnehmungen 141 bil-
denden Teils des Formkoérpers 140 und Stege 142 ei-
ne von den zuvor erlduterten Verfahrensablaufen ab-
weichende Form besitzen.

[0110] Nach dem Ausbilden des Formkdrpers 140
kann gegebenenfalls ein Prozess zum Entfernen von
unerwiinschten, auf den Anschlussflachen 131, 132
vorderseitig vorhandenen Rickstédnden einer Form-
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masse des Formkdrpers 140 (sofern vorhanden)
durchgefiihrt werden.

[0111] AnschlieBend werden, wie in Fig. 26 gezeigt
ist, Halbleiterchips 150 innerhalb der Ausnehmungen
141 des Formkorpers 140 auf den ersten Anschluss-
flachen 131 angeordnet und Uber Bonddrahte 151
elektrisch an die zweiten Anschlussflachen 132 an-
geschlossen. Hierbei kdnnen strahlungsemittierende
Chips bzw. Leuchtdiodenchips zur Anwendung kom-
men. Von oben betrachtet kénnen die in Fig. 8 ge-
zeigten Gegebenheiten vorliegen.

[0112] Im Anschluss hieran werden die Ausnehmun-
gen 141 des Formkdrpers 140, wie in Fig. 27 gezeigt
ist, mit einer Vergussmasse 160 verfillt. Die Verguss-
masse 160 kann ein strahlungsdurchlassiges Ver-
gussmaterial sowie gegebenenfalls darin enthaltene
Leuchtstoffpartikel umfassen.

[0113] Nachfolgend wird der Bauelementverbund,
wie in Fig. 28 gezeigt ist, in separate (opto)elek-
tronische Bauelemente 100 vereinzelt. Fir das Ver-
einzeln, welches von oben betrachtet entsprechend
Fig. 12 erfolgen kann, wird lediglich der Formkd&rper
140 entlang von Trennlinien 190 in Bereichen des
Formkoérpers 140 zwischen den Ausnehmungen 141
durchtrennt. Das Vereinzeln kann mittels Sagen er-
folgen.

[0114] Das zuvor beschriebene Verfahren der
Fig. 20 bis Fig. 28 kann in gleicher Weise derart
abgewandelt werden, dass eine metallische Schicht
112 erst in einem spateren Verfahrensstadium aus-
gebildet wird. Ein solches als Postplating-Verfahren
bezeichnetes Vorgehen, bei welchem Anschlussele-
mente 131, 132 mit einer randseitigen Verankerungs-
struktur erzeugt werden, wird im Folgenden anhand
der Fig. 29 bis Fig. 36 beschrieben. In diesem Sin-
ne kann der vorhergehende Verfahrensablauf der
Fig. 20 bis Fig. 28 als Preplating-Verfahren bezeich-
net werden.

[0115] Bei dem Verfahren wird, wie in Fig. 29 ge-
zeigt ist, eine Metallfolie 110 bereitgestellt. Die bereit-
gestellten Metallfolie 110 ist unbeschichtet und weist
daher lediglich eine metallische Schicht 111 aus zum
Beispiel Cu auf.

[0116] Nachfolgend werden, wie in Fig. 30 gezeigt
ist, an einer Seite Vertiefungen 195 in der Metallfo-
lie 110 ausgebildet. Dies kann mit Hilfe eines Atz-
prozesses unter Einsatz einer entsprechenden Mas-
kierung der Metallfolie 110 durchgefihrt werden. Die
Vertiefungen 195 kénnen mit einer Atztiefe mehr als
halb so grofl3 wie eine Dicke der Metallfolie 110 er-
zeugt werden. Ferner werden die Vertiefungen 195
in Form eines Gitters in der Metallfolie 110 ausge-
bildet, wodurch von den Vertiefungen 195 umschlos-
sene Bereiche 191, 192 der Metallfolie 110 gebildet
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werden. Die Bereiche 191, 192 besitzen Formen ent-
sprechend nachfolgend ausgebildeten Anschlussele-
menten 131, 132. Es werden jeweils Paare aus einem
grélReren Bereich 191 und einem kleineren Bereich
192 ausgebildet, welche in einem Raster aus Zeilen
und Spalten angeordnet sind. Von oben betrachtet
kénnen die Vertiefungen 195 und die Bereiche 191,
192 die in Fig. 22 gezeigte Struktur aufweisen.

[0117] Im Anschluss an das Ausbilden der halb-
geatzten Vertiefungen 195 wird die Metallfolie 110
mit der die Vertiefungen 195 aufweisenden Seite
auf einer atzbestandigen Tragerfolie 120 angeordnet
und einer Strukturierung unterzogen, so dass, wie
in Fig. 31 gezeigt ist, separate flachige Anschluss-
elemente bzw. Anschlussflachen 131, 132 gebildet
werden. Das Anordnen kann durch Auflaminieren der
Tragerfolie 120 auf die Metallfolie 110 erfolgen. Das
Strukturieren der Metallfolie 110 wird mit Hilfe eines
nasschemischen Atzprozesses unter Verwendung ei-
ner Atzmaske, zum Beispiel einer Fotolackmaske,
oder einer mechanischen Maskierung durchgefiihrt.
Von oben betrachtet kénnen die Anschlussflachen
131, 132 die in Fig. 4 gezeigte Struktur aufweisen.

[0118] Bei dem Atzprozess wird Material der Metall-
folie 110 im Bereich der Vertiefungen 195 ausgehend
von einer Seite der Metallfolie 110 entfernt, welche
entgegen gesetzt ist zu der Seite der Metallfolie 110
mit den Vertiefungen 195. Auch erfolgt in diesem Pro-
zess ein Atzen mit einer gegeniiber den Vertiefungen
195 geringeren Atzbreite, wodurch die Anschlussfla-
chen 131, 132 am Rand eine umlaufende und als Ver-
ankerungsstruktur dienende Stufenform aufweisen.

[0119] Im Anschluss hieran wird, wie in Fig. 32 ge-
zeigt ist, ein zusammenhangender Formkorper 140
auf der Tragerfolie 120 und den darauf angeordneten
Anschlussflachen 131, 132 ausgebildet. Hierbei er-
moglichen die stufenférmigen Rénder der Anschluss-
flachen 131, 132 eine Verankerung und dadurch ei-
ne verbesserte mechanische Verbindung zwischen
dem Formkorper 140 und den Anschlussflachen 131,
132. Der Formkdrper 140 weist Ausnehmungen 141
auf, Uber welche die Anschlussflachen 131, 132 vor-
derseitig freigestellt sind. Jede Ausnehmung 141 ist
einem Paar aus einer ersten Anschlussflache 131
und einer zweiten Anschlussflache 132 zugeordnet.
Zwischen einem solchen Paar aus Anschlussflachen
131, 132 befindet sich jeweils ein Steg 142 des Form-
korpers 140. Von oben betrachtet kbnnen die in Fig. 6
gezeigten Gegebenheiten vorliegen. Das Ausbilden
des Formkdrpers 140 kann mit Hilfe eines Formpro-
zesses, beispielsweise eines Spritzpressprozesses,
durchgefiihrt werden.

[0120] Nach dem Ausbilden des Formkdrpers 140
kann gegebenenfalls ein Prozess zum Entfernen von
unerwiinschten, auf den Anschlussflachen 131, 132
vorderseitig vorhandenen Rickstédnden einer Form-
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masse des Formkdrpers 140 (sofern vorhanden)
durchgefiihrt werden.

[0121] Nachfolgend wird die Tragerfolie 120 von
dem Verbund umfassend die Anschlussflachen 131,
132 und den Formkérper 140 entfernt bzw. abge-
zogen, und werden die Anschlussflachen 131, 132
bzw. deren Schichtmaterial 111, wie in Fig. 33 gezeigt
ist, mit einer metallischen Schicht 112 beschichtet.
Das Beschichten erfolgt derart, dass die metallische
Schicht 112 lediglich auf den Anschlussflachen 131,
132 bzw. auf freiliegenden und nicht von dem Form-
kérper 140 bedeckten Oberflachenbereichen der An-
schlussflachen 131, 132 ausgebildet wird.

[0122] Die metallische Schicht 112, welche ein-
schichtig oder mehrschichtig erzeugt werden kann,
verleiht den Anschlussflachen 131, 132 eine I6tfahige
und zum AnschlieBen von Bonddrahten 151 geeig-
nete Oberflache. Das Beschichten wird mit Hilfe von
einem oder mehreren aufeinanderfolgenden Metalli-
sierungsverfahren durchgefiihrt.

[0123] Anschlielend werden, wie in Fig. 34 gezeigt
ist, Halbleiterchips 150 innerhalb der Ausnehmun-
gen 141 des Formkoérpers 140 auf den beschich-
teten ersten Anschlussflachen 131 angeordnet und
Uber Bonddréhte 151 an die beschichteten zwei-
ten Anschlussflachen 132 angeschlossen. Hierbei
kdénnen strahlungsemittierende Chips bzw. Leuchtdi-
odenchips eingesetzt werden. Von oben betrachtet
koénnen die in Fig. 8 gezeigten Gegebenheiten vorlie-
gen.

[0124] Nachfolgend werden die Ausnehmungen 141
des Formkdrpers 140, wie in Fig. 35 gezeigt ist, mit
einer Vergussmasse 160 verfullt. Die Vergussmasse
160 kann ein strahlungsdurchlassiges Vergussmate-
rial sowie gegebenenfalls darin enthaltene Leucht-
stoffpartikel umfassen.

[0125] Im Anschluss hieran wird der Bauelementver-
bund, wie in Fig. 36 gezeigt ist, in separate (opto)
elektronische Bauelemente 100 vereinzelt. Das Ver-
einzeln, welches von oben betrachtet entsprechend
Fig. 12 erfolgen kann, wird derart durchgefihrt, dass
lediglich der Formkérper 140 entlang von Trennlinien
190 in Bereichen des Formkdrpers 140 zwischen den
Ausnehmungen 141 durchtrennt wird. Dies kann mit-
tels Sagen erfolgen.

[0126] Die anhand der Figuren erlduterten Ausfih-
rungsformen stellen bevorzugte bzw. beispielhaf-
te Ausfuhrungsformen der Erfindung dar. Neben
den beschriebenen und abgebildeten Ausfiihrungs-
formen sind weitere Ausfihrungsformen vorstellbar,
welche weitere Abwandlungen und/oder Kombinatio-
nen von Merkmale umfassen kénnen. Es ist zum Bei-
spiel mdglich, anstelle der oben angegebenen Mate-
rialien andere Materialien zu verwenden.
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[0127] Auch kénnen Komponenten und Strukturen,
zum Beispiel Anschlusselemente 131, 132 sowie
Ausnehmungen 141 eines Formkérpers 140, mit an-
deren Formen und Geometrien verwirklicht werden.
Beispielsweise kdnnen anstelle von rechteckférmi-
gen Ausnehmungen 141 in der Aufsicht runde bzw.
ovale Ausnehmungen ausgebildet werden.

[0128] Es kann ferner in Betracht kommen, eine ver-
wendete Tragerfolie 120 auf einem weiteren festen
Trager anzuordnen, um eine héhere Stabilitdt zur
Verfugung zu stellen. Dies kann nach oder auch vor
dem Anordnen einer zu strukturierenden Metallfo-
lie 110 auf der Tragerfolie 120 und vor dem Ausbil-
den eines Formkoérpers 140 erfolgen. Der feste Tra-
ger kann zum Beispiel ein metallbasierter Trager, ein
Glastrager oder auch ein kunststoffbasierter Trager
sein. Das Anordnen der Tragerfolie 120 auf dem fes-
ten Trager kann zum Beispiel mittels Kleben erfol-
gen. Hierbei kann eine beidseitig klebende Klebefolie
zwischen der Tragerfolie 120 und dem festen Trager
zur Anwendung kommen. Nach dem Ausbilden des
Formkdorpers 140 bzw. nach dem Verfiillen einer Ver-
gussmasse 160 konnen die Tragerfolie 120 und der
feste Trager entfernt werden. Das Ablésen dieser Be-
standteile lasst sich begiinstigen, wenn als Klebefo-
lie eine sogenannte Thermorelease-Folie eingesetzt
wird, welche ihre Haftwirkung unter Temperaturein-
wirkung verlieren kann. In diesem Zusammenhang
kann eine Thermorelease-Folie verwendet werden,
bei welcher ein Thermorelease-Prozess (Aufschau-
men) bei einer Temperatur erfolgt, welche grof3er ist
als eine bei dem Form- bzw. Moldprozess vorhande-
ne Temperatur. Dadurch kann erreicht werden, dass
die Thermorelease-Folie ihre Haftwirkung nicht be-
reits bei dem Ausbilden des Formkdrpers 140 verliert.

[0129] Weitere mdgliche Abwandlungen sind in Be-
zug auf die verwendbaren Halbleiterchips 150 mog-
lich. Es kénnen zum Beispiel Halbleiterchips 150 zum
Einsatz kommen, welche zwei Rickseitenkontakte
aufweisen. In einer solchen Ausgestaltung kénnen
fur die Halbleiterchips 150 jeweils zwei Anschlussele-
mente 131, 132 vorgesehen sein. Hierbei kann jeder
Halbleiterchip 150 mit den zwei Riickseitenkontakten
auf zwei Anschlusselementen 131, 132 angeordnet
und mit diesen verbunden werden.

[0130] Ferner kénnen Halbleiterchips 150 mit zwei
Vorderseitenkontakten eingesetzt werden. In einer
solchen Ausgestaltung kdnnen ebenfalls jeweils zwei
Anschlusselemente 131, 132 fir die Halbleiterchips
150 vorgesehen sein. Hierbei kann jeder Halbleiter-
chip 150 auf einem Anschlusselement 131 angeord-
net, und kann einer der zwei Vorderseitenkontakte
Uber einen Bonddraht 151 an dasselbe Anschluss-
element 131 angeschlossen werden. Der andere Vor-
derseitenkontakt kann Uber einen weiteren Bond-
draht 151 mit einem weiteren Anschlusselement 132
verbunden werden.
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[0131] Fur Halbleiterchips 150 mit zwei Vordersei-
tenkontakten kénnen auch jeweils drei Anschlussele-
mente vorgesehen sein. Auf diese Weise kann je-
der Halbleiterchips 150 auf einem Anschlusselement
angeordnet werden, und kénnen die Vorderseiten-
kontakte ber Bonddrahte 151 mit zwei weiteren An-
schlusselementen verbunden werden.

[0132] Das Verfahren bzw. dessen unterschiedliche
Ausflhrungsformen kénnen nicht nur in Bezug auf ei-
ne Herstellung optoelektronischer Bauelemente zur
Anwendung kommen, sondern lassen sich auch zur
Fertigung anderer elektronischer Bauelemente ver-
wenden. Daher kénnen anstelle von optoelektroni-
schen Halbleiterchips andere Halbleiterchips einge-
setzt werden.

[0133] Eine weitere mdgliche Abwandlung besteht
darin, anstelle von Einzelchip-Bauelementen Multi-
chip-Bauelemente zu fertigen, welche mehrere Halb-
leiterchips 150 aufweisen. Solche Bauelemente kon-
nen zum Beispiel jeweils einen aus einem Formkaor-
per 140 hervorgegangenen Gehausekorper mit meh-
reren separaten Ausnehmungen 141 aufweisen, in
welchen Halbleiterchips 150 auf entsprechenden An-
schlusselementen angeordnet sein kdnnen.

[0134] Hierfir kann zum Beispiel der in den Fig. 10,
Fig. 18, Fig. 27, Fig. 35 abgebildete Bauelementver-
bund durch eine entsprechende Wahl der Trennlinien
190 in Multichip-Bauelemente mit mehreren Ausneh-
mungen 141, und nicht in die gezeigten Bauelemen-
te 100, vereinzelt werden. Bei solchen Multichip-Bau-
elementen kénnen die in den Ausnehmungen 141
angeordneten Halbleiterchips 150 separat betrieben
werden.

[0135] Mdglich ist des Weiteren die Herstellung von
Multichip-Bauelementen, welche jeweils einen Ge-
hausekdrper mit einer gemeinsamen Ausnehmung,
und mehrere innerhalb der gemeinsamen Ausneh-
mung angeordnete Halbleiterchips 150 aufweisen.
Mehrere Halbleiterchips 150 kénnen auf einzelnen,
oder auch auf einem oder mehreren gemeinsamen
Anschlusselementen angeordnet sein. Das Verfah-
ren kann hierfir derart durchgefiihrt werden, dass im
Bereich einer Ausnehmung des Formkdrpers 140 je-
weils eine Mehrzahl an Anschlusselementen vorhan-
den ist. Auch kénnen mehrere in einer gemeinsa-
men Ausnehmung des Formkdrpers 140 angeordne-
te Halbleiterchips 150 untereinander elektrisch ver-
bunden werden, zum Beispiel mit Hilfe von Bonddrah-
ten 151.

[0136] Obwohl die Erfindung im Detail durch bevor-
zugte Ausfiihrungsbeispiele naher illustriert und be-
schrieben wurde, so ist die Erfindung nicht durch die
offenbarten Beispiele eingeschrankt und andere Va-
riationen kdbnnen vom Fachmann hieraus abgeleitet
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werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu
verlassen.

Bezugszeichenliste

100 Bauelement

110 Metallfolie

111 Schicht, Schichtmaterial

112 Schicht

115 Vertiefung

120 Tragerfolie

131,132 Anschlussflache

140 Formkoérper

141 Ausnehmung

142 Steg

145 Gehausekorper

147 Mantelflache

150 Halbleiterchip

151 Bonddraht

160 Vergussmasse

190 Trennlinie

191, 192 Bereich

195 Vertiefung
Patentanspriiche

1. Verfahren zum Herstellen von elektronischen
Bauelementen (100), umfassend:
Bereitstellen einer Metallfolie (110);
Anordnen der Metallfolie (110) auf einem Hilfstréger
(120);
Strukturieren der auf dem Hilfstrager (120) angeord-
neten Metallfolie (110) in separate Anschlusselemen-
te (131, 132);
Ausbilden eines Formkdérpers (140) mit Ausnehmun-
gen (141) auf dem Hilfstréger (120) und den An-
schlusselementen (131, 132);
Anordnen von Halbleiterchips (150) auf Anschluss-
elementen (131) in den Ausnehmungen (141) des
Formkorpers (140);
Entfernen des Hilfstragers (120); und
Durchtrennen des Formkérpers (140) zum Bilden von
vereinzelten elektronischen Bauelementen (100).

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die bereitge-
stellte Metallfolie (110) eine metallische Basisschicht
(111) aufweist, welche mit einer metallischen Schicht
(112) beschichtet ist.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, wobei die Anschlusselemente (131, 132)
nach dem Ausbilden des Formkdrpers (140) und vor
dem Anordnen von Halbleiterchips (150) mit einer
metallischen Schicht (112) beschichtet werden.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
spruche, wobei der Hilfstrager (120) eine Tragerfolie
ist.
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5. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
spruche, wobei das Strukturieren der Metallfolie (110)
in die separaten Anschlusselemente (131, 132) mit
Hilfe eines Atzprozesses durchgefiihrt wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden
Anspriche, weiter umfassend Einbringen einer Ver-
gussmasse (160) in die Ausnehmungen (141) des
Formkdrpers (140).

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
spriche, weiter umfassend Ausbilden von Vertiefun-
gen (195) in der Metallfolie (110) vor dem Anordnen
der Metallfolie (110) auf dem Hilfstrager (120), wobei
die Vertiefungen (195) an einer ersten Seite der Me-
tallfolie (110) ausgebildet werden, und wobei bei dem
Strukturieren der Metallfolie (110) in die separaten
Anschlusselemente (131, 132) Material der Metallfo-
lie (110) ausgehend von einer zu der ersten Seite ent-
gegen gesetzten zweiten Seite der Metallfolie (110)
im Bereich der Vertiefungen (195) entfernt wird, so
dass die Anschlusselemente (131, 132) am Rand ei-
ne Verankerungsstruktur zur Verankerung des Form-
kérpers (140) aufweisen.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden
Anspriche, wobei die elektronischen Bauelemente
(100) optoelektronische Bauelemente sind, und wo-
bei optoelektronische Halbleiterchips (150) auf An-
schlusselementen (131) in den Ausnehmungen (141)
des Formkorpers (140) angeordnet werden.

9. Elektronisches Bauelement (100), hergestellt
durch Durchfiihren eines Verfahrens nach einem der
vorhergehenden Anspriiche, wobei das elektronische
Bauelement (100) einen durch das Durchtrennen aus
dem Formkoérper (140) hervorgegangenen Gehau-
sekorper (145) aufweist, und wobei das elektroni-
sche Bauelement (100) eine umlaufende Mantelfla-
che (147) aufweist, welche ausschlielich durch den
Gehéausekorper (145) gebildet ist.

Es folgen 18 Seiten Zeichnungen
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